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背景:GeSnはポストスケーリング技術の 1つで

あり、Ge MOSトランジスタにおけるストレッ

サとしての使用が期待されている。また、Sn

組成の増加に伴い、間接遷移型半導体から直接

遷移型半導体へと移行することが予測されて

おり、光学素子としての応用も可能な材料であ

る[1]。今回我々は、GeSnエピタキシャル成長

の前段階として、LPCVD 装置を使用した

MOCVD法によるGeエピタキシャル成膜を試

みた。 

実験:Ge 原料としては t-C4H9GeH3を選定した。

この原料は蒸気圧が高く、分解温度が低い、さ

らに炭素不純物の混入が少ないという特徴が

ある[2]。また、現在主流の原料である Ge2H6

に比べ[3]、発火性などの観点で安全性が非常

に高い原料となっている。 

 成膜条件は、成膜圧力を 30Torr、時間を 120

分、基板温度を 360℃に設定した。また、成膜

基板は Geを使用した。堆積膜の形状観察には

SEM を、結晶性評価には EBSP をそれぞれ使

用した。 

結果:MOCVD法による Ge基板上での Geエピ

タキシャル成膜に成功した。Fig.1 は前洗浄を

行った Ge 基板上に堆積した Ge エピタキシャ

ル膜の断面 SEM 像である。堆積膜と基板との

界面が確認できず、これはエピタキシャル成長

によるものだと考えられる。一方、前洗浄を施

していないGe基板に対し同条件での成膜を行

った結果、膜は柱状に成長し、界面が確認され

た。膜厚は約 290 nmであった。 

 さらに、前洗浄済み Ge基板上で堆積した膜

に対し EBSP による評価を行った。回折パター

ンが確認でき、堆積膜が単結晶であることを確

認した。 

 

Fig.1 SEM image of Ge film on Ge substrate with 

chemically cleaning. 
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